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(57) Раскрыты подложка матрицы тонкопленочных транзисторов и способ ее изготовления.
Подложка матрицы тонкопленочных транзисторов содержит подложку и платформенный
слой, расположенный на подложке. Оксидный активный слой содержит канальную часть
и две проводниковые части. Электрод истока и электрод стока электрически соединены с
проводниковыми частями. Вертикальный уровень верхней поверхности канальной части выше,
чем вертикальный уровень верхней поверхности любой из проводниковых частей. Ортогональная
проекция электрода затвора на подложке покрывает ортогональные проекции платформенного слоя
и канальной части на подложке.
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